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(57)【要約】
【課題】水分侵入による表示不良を抑制し、長期間品質
を維持することのできる有機ＥＬ表示装置を提供する。
【解決手段】自ら発光する発光領域をそれぞれ有する画
素がマトリクス状に配置されると共に、有機絶縁材料か
らなる有機絶縁層を有する表示領域（３２０）と、表示
領域の周囲にあり、金属配線もしくは薄膜トランジスタ
を用いた回路が配置され、有機絶縁層を有する周辺回路
領域（３４０）と、表示領域と周辺回路領域との間に形
成された遮断領域（３３０）と、を備え、遮断領域は、
表示領域を覆い、発光領域を発光させるための２つの電
極のうちの一方であり、表示領域から連続して形成され
た電極層を有し、電極層から基材である絶縁基板までが
無機材料の層のみで構成される第１遮断領域（３３２）
と、第１遮断領域を構成する複数の層及び発光有機層の
みで構成される第２遮断領域（３３１）と、を有する発
光素子表示装置を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自ら発光する発光領域をそれぞれ有する画素がマトリクス状に配置されると共に、有機
絶縁材料からなる有機絶縁層を有する表示領域と、
　前記表示領域の周囲にあり、金属配線もしくは薄膜トランジスタを用いた回路が配置さ
れ、前記有機絶縁層を有する周辺回路領域と、
　前記表示領域と前記周辺回路領域との間に形成された遮断領域と、を備え、
　前記遮断領域は、
　　前記表示領域を覆い、前記発光領域を発光させるための２つの電極のうちの一方であ
り、前記表示領域から連続して形成された電極層を有し、前記電極層から基材である絶縁
基板までが無機材料の層のみで構成される第１遮断領域と、
　　前記第１遮断領域を構成する複数の層及び発光有機層のみで構成される第２遮断領域
と、を有する発光素子表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の発光素子表示装置であって、
　前記発光有機層は、有機発光材料により形成された前記表示領域を覆う発光層である、
ことを特徴とする発光素子表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の発光素子表示装置であって、
　前記発光有機層は、正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層のいずれかを含
んでいる、ことを特徴とする発光素子表示装置。
【請求項４】
　絶縁基板上にＴＦＴ（Thin Film Transistor）を含む回路を表示領域及び表示領域の周
囲の周辺回路領域に形成するＴＦＴ回路形成工程と、
　前記表示領域内の各画素において前記回路と電気的に接続された電極、及び前記電極の
周囲に形成される有機絶縁膜を形成する電極・有機絶縁膜形成工程と、
　前記周辺回路領域を覆い、前記周辺回路領域のみに接するマスク領域を有する蒸着マス
クを用いて発光有機層を蒸着する発光有機層形成工程と、
　少なくとも前記発光有機層を覆い、前記絶縁基板の全面を封止するための封止膜を形成
する封止膜形成工程と、を有する発光素子表示装置製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の発光素子表示装置製造方法であって、
　前記発光有機層形成工程において、前記蒸着マスクの内側端が遮断領域内に配置されて
いる、ことを特徴とする発光素子表示装置製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子表示装置に関し、より詳しくは、各画素に配置された自発光体であ
る発光素子に発光させて表示を行う発光素子表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ：Organic Light Emitting Diode）と呼ばれる自
発光体を用いた画像表示装置（以下、「有機ＥＬ（Electro-luminescent）表示装置」と
いう。）が実用化されている。この有機ＥＬ表示装置は、従来の液晶表示装置と比較して
、自発光体を用いているため、視認性、応答速度の点で優れているだけでなく、バックラ
イトのような補助照明装置を要しないため、更なる薄型化が可能となっている。
【０００３】
　このような有機ＥＬ素子は、水分を吸収すると劣化するため、有機ＥＬパネルでは、発
光層が形成されたＴＦＴ（Thin Film Transistor）基板上に封止ガラス基板を樹脂で貼付
けて密封するなどの対策が施されている。
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【０００４】
　特許文献１及び特許文献２は、水分が、表示領域の外側周囲から有機膜を通して表示領
域に達する侵入経路に鑑み、有機膜が表示領域と表示領域の外側周囲の領域との間で分断
される構造について開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３３５２６７号公報
【特許文献２】特開２００８－０４７５１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＴＦＴ基板では、表面に表示領域及び周辺回路領域の全面を覆うように封止膜が形成さ
れるが、封止膜形成の前の工程において異物が付着している場合には、その部分を十分に
覆うことができないため、外部からの水分の侵入経路となる恐れがある。特に、封止膜形
成の前の工程である蒸着工程においては、蒸着マスクに付着した異物が、蒸着工程の際に
ＴＦＴ基板側に転写される恐れがあり、このような場合には封止膜による封止が不十分と
なることが考えられる。
【０００７】
　本発明は、上述の事情を鑑みてしたものであり、水分侵入による表示不良を抑制し、長
期間品質を維持することのできる有機ＥＬ表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の発光素子表示装置は、自ら発光する発光領域をそれぞれ有する画素がマトリク
ス状に配置されると共に、有機絶縁材料からなる有機絶縁層を有する表示領域と、前記表
示領域の周囲にあり、金属配線もしくは薄膜トランジスタを用いた回路が配置され、前記
有機絶縁層を有する周辺回路領域と、前記表示領域と前記周辺回路領域との間に形成され
た遮断領域と、を備え、前記遮断領域は、前記表示領域を覆い、前記発光領域を発光させ
るための２つの電極のうちの一方であり、前記表示領域から連続して形成された電極層を
有し、前記電極層から基材である絶縁基板までが無機材料の層のみで構成される第１遮断
領域と、前記第１遮断領域を構成する複数の層及び発光有機層のみで構成される第２遮断
領域と、を有する発光素子表示装置である。
【０００９】
　ここで、発光有機層は、２つの電極の間に形成された層のうちの少なくとも１つの層を
意味し、具体的には、発光を担う発光層の他、正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電
子輸送層等も含まれる。
【００１０】
　また、本発明の発光素子表示装置において、前記発光有機層は、有機発光材料により形
成された前記表示領域を覆う発光層であってもよい。
【００１１】
　また、本発明の発光素子表示装置において、前記発光有機層は、正孔注入層、正孔輸送
層、電子注入層、電子輸送層のいずれかを含んでいてもよい。
【００１２】
　本発明の発光素子表示装置製造方法は、絶縁基板上にＴＦＴ（Thin Film Transistor）
を含む回路を表示領域及び表示領域の周囲の周辺回路領域に形成するＴＦＴ回路形成工程
と、前記表示領域内の各画素において前記回路と電気的に接続された電極、及び前記電極
の周囲に形成される有機絶縁膜を形成する電極・有機絶縁膜形成工程と、前記周辺回路領
域を覆い、前記周辺回路領域のみに接するマスク領域を有する蒸着マスクを用いて発光有
機層を蒸着する発光有機層形成工程と、少なくとも前記発光有機層を覆い、前記絶縁基板
の全面を封止するための封止膜を形成する封止膜形成工程と、を有する発光素子表示装置
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製造方法である。
【００１３】
　また、本発明の発光素子表示装置製造方法における前記発光有機層形成工程において、
前記蒸着マスクの内側端が遮断領域内に配置されている、こととしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置を概略的に示す図である。
【図２】有機ＥＬ表示装置のＴＦＴ基板の構成を示す平面図である。
【図３】図２のIII－III線における断面を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造工程を示すフローチャートであ
る。
【図５】図４のＴＦＴ基板製造工程の詳細について示すフローチャートである。
【図６】図５の発光有機層形成工程及びカソード・封止膜形成工程について詳細に説明す
るための図である。
【図７】比較例１に係るＴＦＴ基板の発光有機層形成工程及びカソード・封止膜形成工程
について説明する図である。
【図８】比較例２に係るＴＦＴ基板の発光有機層形成工程及びカソード・封止膜形成工程
について説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、図面において、
同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１６】
　図１には、本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００が概略的に示されている。
この図に示されるように、有機ＥＬ表示装置１００は、上フレーム１１０及び下フレーム
１２０に挟まれるように固定された有機ＥＬパネル２００から構成されている。有機ＥＬ
パネル２００は、後述するＴＦＴ基板３００と透明樹脂によりＴＦＴ基板３００に接着さ
れた不図示の封止基板とにより構成されている。
【００１７】
　図２は、ＴＦＴ基板３００の構成を示す平面図である。この図に示されるように、ＴＦ
Ｔ基板３００は、それぞれにアノード電極３５９（後述）が配置され、階調値に基づいて
発光する画素３１０がマトリクス状に配置された表示領域３２０と、表示領域３２０の周
囲に配置され、画素回路を駆動するための各種信号生成回路やカソード電極３５７（後述
）に対して電位を印加する回路などが形成された周辺回路領域３４０と、表示領域３２０
及び周辺回路領域３４０の間に形成された遮断領域３３０とを有している。また、ＴＦＴ
基板３００上には、表示領域３２０の各画素３１０に階調値に対応する発光を行わせるた
めの制御を行う駆動ＩＣ（Integrated Circuit）３５０が配置されている。
【００１８】
　図３は、図２のIII－III線における断面を示す図である。この図に示されるようにＴＦ
Ｔ基板３００は、絶縁基板であるガラス基板３５１に、無機絶縁膜３５２及び３５３内で
、例えばＬＴＰＳ（Low-Temperature Poly Silicon）により形成された画素回路３６１及
び周辺回路３６２と、主に画素回路３６１及び周辺回路３６２が形成された領域を平坦化
させるための有機絶縁膜である有機平坦化膜３５５と、有機平坦化膜３５５のスルーホー
ルに成膜されたアノード電極３５９等の導電膜の端部を覆うように形成された有機絶縁膜
である有機バンク３５６と、アノード電極３５９のガラス基板３５１側に配置され、発光
した光を反射させるための反射膜３６０と、発光を担う発光層、及び／又は正孔注入・輸
送層や電子注入・輸送層等からなる発光有機層３５８と、アノード電極３５９に対向する
電極であるカソード電極３５７と、ＴＦＴ基板３００の全面を覆うように成膜される封止
膜３５４と、を有している。
【００１９】
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　ここで、遮断領域３３０は、表示領域３２０と周辺回路領域３４０との間で水分の行き
来を遮断するための領域であり、カソード電極３５７からガラス基板３５１までの無機材
料のみで構成される第１遮断領域３３１と、第１遮断領域３３１の各層を含むと共に、発
光有機層３５８を有する第２遮断領域３３２と、を有している。外部から侵入する水分は
、有機膜を介して進行するため、無機材料のみで構成される領域を設けることで、例えば
、周辺回路領域３４０において侵入した水分が表示領域３２０に侵入することを防ぐこと
ができる。
【００２０】
　以下、本実施形態に係る構成の製造方法について説明しつつ、本実施形態に係る構成の
優位な点について述べる。
【００２１】
　図４は、本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００の製造工程を示すフローチャ
ートである。このフローチャートに示されるように、有機ＥＬ表示装置１００の製造工程
では、まず、ＴＦＴ基板製造工程Ｓ１００においてＴＦＴ基板３００を製造し、引き続き
、封止基板製造工程Ｓ２００において封止基板を製造する。次にＴＦＴ基板・封止基板接
着工程Ｓ３００において、製造されたＴＦＴ基板３００及び封止基板を透明樹脂で接着し
、最後に上下フレーム取付工程Ｓ４００において、ＣＯＧやＦＰＣ等の外部部材（図示せ
ず）を実装し、上フレーム１１０及び下フレーム１２０を取付ける。これらの工程により
有機ＥＬ表示装置１００が完成する。
【００２２】
　図５は、図４のＴＦＴ基板製造工程Ｓ１００の詳細について示すフローチャートである
。このフローチャートに示されるように、ＴＦＴ基板製造工程Ｓ１００は、まずＴＦＴ回
路形成工程Ｓ１１０において、例えばＬＴＰＳ等によりトランジスタ回路を形成する。次
にアノード・有機バンク形成工程Ｓ１２０において、アノード電極３５９及び有機バンク
３５６等を形成し、引き続き、発光有機層形成工程Ｓ１３０において、発光有機層３５８
を蒸着により形成する。最後に、カソード・封止膜形成工程Ｓ１４０において、表示領域
３２０を覆うと共に周辺回路領域３４０まで延びるカソード電極３５７を形成の後、基板
の全面を覆う封止膜３５４を形成して、ＴＦＴ基板３００が完成する。
【００２３】
　図６は、図５の発光有機層形成工程Ｓ１３０及びカソード・封止膜形成工程Ｓ１４０に
ついて詳細に説明するための図である。上述したように発光有機層３５８は、いわゆる蒸
着により成膜される。蒸着は、蒸着マスク４１０を使用して、ＴＦＴ基板３００の成膜し
ない部分を覆い、成膜する材料を蒸着マスク４１０で覆われていない部分に付着させるこ
とにより行われる。本実施形態では、周辺回路領域３４０には接触するが、表示領域３２
０には接触しない蒸着マスク４１０を用いる。図６では、本実施形態の優位な点について
説明するために、蒸着マスク４１０の接触する周辺回路領域３４０に対応する部分に異物
４１１がある場合について説明する。まずマスク装着工程Ｓ１３１において、ＴＦＴ基板
３００に蒸着マスク４１０を装着する。ここで、蒸着マスク４１０の内側端は、蒸着工程
の回り込みによる付着も考慮し、発光有機層３５８が遮断領域３３０内に形成されるよう
に、遮断領域３３０に配置されている。次に、蒸着工程Ｓ１３２において発光有機層３５
８を蒸着する。この工程において蒸着マスク４１０から周辺回路領域３４０に異物４１１
が転写されることとする。最後に、カソード・封止膜形成工程Ｓ１４０において、カソー
ド電極３５７及び封止膜３５４が形成されるが、異物４１１が付着している部分には、封
止膜３５４が適切に形成されないため、水分の侵入経路となり得る。
【００２４】
　しかしながら、本実施形態のＴＦＴ基板３００では、第１遮断領域３３１においてカソ
ード電極３５７からガラス基板３５１までが無機材料のみで構成されているため、周辺回
路領域３４０に侵入した水分は、図の矢印で示されるように、第１遮断領域３３１におい
て遮断され、表示領域３２０への水分の侵入を防ぐことができる。したがって、表示不良
を抑制し、長期間品質を維持することのできる有機ＥＬ表示装置とすることができる。
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【００２５】
　なお、上述の発光有機層３５８は何層で形成されていてもよいが、発光有機層３５８は
、複数層で構成されることが一般的であり、この場合には、上述の蒸着マスク４１０を使
用した蒸着工程が複数回繰り返される。また、この複数層は、発光を担う発光層でもよい
し、正孔注入層、正孔輸送層や電子注入層、電子輸送層等であってもよい。特に、表示領
域３２０において白色等の単一色で全面が発光する有機ＥＬ表示装置の場合には、発光層
を発光有機層３５８とすることができるが、各画素毎にＲＧＢの発光層を別々に形成する
有機ＥＬ表示装置の場合には、正孔注入層、正孔輸送層や電子注入層、電子輸送層等のう
ち各画素共通に成膜される共通層を発光有機層３５８としてもよい。
【００２６】
　図７は、比較例１に係るＴＦＴ基板の発光有機層形成工程及びカソード・封止膜形成工
程について説明する図である。比較例１の発光有機層形成工程及びカソード・封止膜形成
工程では、図６と同様に、マスク装着工程Ｓ２３１、蒸着工程Ｓ２３２及びカソード・封
止膜形成工程Ｓ２４０を有しているが、蒸着マスク５１０が用いられる点において異なっ
ている。蒸着マスク５１０のマスク部分は、周辺回路領域３４０から表示領域３２０に入
る部分にまで延びている。このため、蒸着工程Ｓ２３２において形成される発光有機層３
５８は表示領域３２０内に収まるように形成される。また、蒸着マスク５１０のマスク部
分は、周辺回路領域３４０と共に表示領域３２０にも接することが考えられるため、周辺
回路領域３４０において転写される異物４１１の他に表示領域３２０において転写される
異物５１１について考慮する必要がある。異物５１１を考慮すると、カソード・封止膜形
成工程Ｓ２４０において、周辺回路領域３４０の他に表示領域３２０においても、異物５
１１が転写されることにより、封止膜３５４が適切に形成されない部分が出現することと
なる。したがって、ここから水分の侵入経路となる恐れがある。図６において説明したよ
うに、周辺回路領域３４０からの水分侵入経路は、遮断領域３３０の存在により、表示領
域３２０への侵入を防ぐことができるが、表示領域３２０における水分の侵入経路はその
まま発光有機層３５８の劣化につながってしまい、表示不良の原因となる。
【００２７】
　図８は、比較例２に係るＴＦＴ基板の発光有機層形成工程及びカソード・封止膜形成工
程について説明する図である。比較例２の発光有機層形成工程及びカソード・封止膜形成
工程では、図６と同様に、マスク装着工程Ｓ３３１、蒸着工程Ｓ３３２及びカソード・封
止膜形成工程Ｓ３４０を有しているが、蒸着マスク６１０が用いられる点において異なっ
ている。比較例２に用いられる蒸着マスク６１０のマスク部分は、周辺回路領域３４０で
留まる幅となっているため、蒸着工程Ｓ３３２において形成される発光有機層３５８は遮
断領域３３０を超えて周辺回路領域３４０まで延びて形成される。蒸着マスク６１０のマ
スク部分は、図６の場合と同様に周辺回路領域３４０にのみに接するため、図６と同様、
異物４１１についてのみ考慮する。異物４１１が周辺回路領域３４０に付着している場合
には、カソード・封止膜形成工程Ｓ３４０において、周辺回路領域３４０に封止膜３５４
が適切に形成されず、ここから水分の侵入経路となる恐れがある。ここで、発光有機層３
５８は、遮断領域３３０を超えて形成されているため、周辺回路領域３４０の水分侵入経
路から水分が侵入した場合には、水分は遮断領域３３０において遮断されず、発光有機層
３５８を経由して、表示領域３２０の発光有機層３５８を劣化させ、表示不良の原因とな
る。
【００２８】
　以上説明したように、上述の実施形態においては、ＴＦＴ基板３００の遮断領域３３０
が第１遮断領域３３１及び第２遮断領域３３２を有していることにより、周辺回路領域３
４０に水分侵入経路が発生したとしても表示領域３２０への水分の侵入を防ぐことができ
ると共に、水分侵入経路の原因となる発光有機層形成工程において、蒸着マスクから表示
領域３２０への異物の転写を防ぐことができるため、表示領域３２０の封止膜３５４を適
切に形成し、表示領域３２０における水分の侵入を防ぐことができる。従って、本実施形
態の有機ＥＬ表示装置は、表示領域の外側周囲からの水分侵入による表示不良を抑制し、
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長期間品質を維持することができる。
【００２９】
　上述の実施形態は、有機発光材料を用いる発光素子表示装置に適用することができる。
【符号の説明】
【００３０】
　１００　有機ＥＬ表示装置、１１０　上フレーム、１２０　下フレーム、２００　有機
ＥＬパネル、３００　ＴＦＴ基板、３１０　画素、３２０　表示領域、３３０　遮断領域
、３４０　周辺回路領域、３５１　ガラス基板、３５２　無機絶縁膜、３５４　封止膜、
３５５　有機平坦化膜、３５６　有機バンク、３５７　カソード電極、３５８　発光有機
層、３５９　アノード電極、３６０　反射膜、３６１　画素回路、３６２　周辺回路、４
１０，５１０，６１０　蒸着マスク、４１１，５１１　異物。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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